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Preparation of HfN Thin Film by Plasma Assisted Atomic Layer Deposition using tetrakis
(dimethylamino)hafnium 
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구리의 확산방지막으로 사용가능성을 살펴보기 위하여 유기금속 전구체를 이용하여 HfN 박막을 제조 

그 특성들을 평가하였다. 공정은 플라즈마 원자층 증착법을 사용하였고 전구체는 TDMAHf(tetrakis

(dimethylamino)hafnium)을 사용하였다.  

평가된 공정 변수로는 증착온도(150∼ 300℃), 전구체 주입시간, 플라즈마 노출시간, 플라즈마 파워 

및 플라즈마 가스 조성이였다.  
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